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Общая информация
Научные интересы

Один из ведущих экспертов в мире в области технологии молекулярно-пучковой эпитаксии
(МПЭ) (molecular beam epitaxy) полупроводниковых наногетероструктур и исследования
их разнообразных физических свойств.

Основные области исследований включают МПЭ технологию, включая ее теоретическое
описание, и свойства полупроводниковых эпитаксиальных слоев и низко-размерных
наноструктур — квантовых ям, сверхрешеток и квантовых точек — на основе:

узкозонных соединений А3В5 — (Al, Ga, In)/(As, Sb) — для оптоэлектроники среднего
ИК диапазона и HEMT-транзисторов, включая метаморфные гетероструктуры InGaAlAs
на подложках GaAs;
квантовых точек InAs/AlGaAs для источников одиночных и неразличимых фотонов;
широкозонных соединений А2В6 — (Zn, Cd, Mg)/(S, Se, Te) и ZnO — для фотоники
видимого и УФ спектральных диапазонов, включая лазеры с электронно-лучевой
и оптической накачкой, источников одиночных фотонов, а также исследования спин-
зависимых свойств структур разбавленных магнитных полупроводников;
гибридных гетероструктур А3В5/А2В6 с гетеровалентными интерфейсами в активной
области для спинтроники и оптоэлектроники среднего ИК диапазона;
А3-нитридов — гетероструктур с КЯ AlGaN/AlN — для оптоэлектронных применений
в среднем и глубоком УФ диапазонах, а также фундаментальные исследования
селективного роста наноколонн InGaN/AlGaN с КЯ в вертикальном и радиальном
направлениях на профилированных подложках.
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